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Abstract of DEI 9741436 

In a semiconductor device with a multilayer device body including a thermal silicon oxide layer (2) 
bearing conductive pads (3) for connection of^cpntacts^^^^ (3) have a nickel layer (4). The nickel 
layer (4) is 0.5-2 mu m thic^anjd is|66vare^^^ protective conductive metal cover layer 

(5), especially a 0.005-0.3 mu rr\ thick palladium layer, optionally covered with a 20-100 nm thick gold 
layer, or a 0.1-0.4 mu m thick gold layer. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(S) Halblerterbauelement 

@ Bei einem Halblelterbauelement mrt einem aus mehre- 
ren Schichten aufgebauten Bauelementkorper weisen die 
auf einem thermischen Siliciumoxid {2} angeordneten 
Pads (3) eine Nickelschlcht (4) auf. 
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Beschreibung 

Die ErfinduDg beiriflrt eb Halbleiteibauelement irdt. ei- 
ncm aus mehraren Schichten aufgehauifin BauBlem&ntkor- 
pex, der eine Siliciumoxidschichi aufSveist, auf welcber leir- 
fahige Pads zum AnschluB von AnschluBdrahtchen vorgese- 
hen sind. 

TJoter Pads wertieD allgemein AnschiuBkontaiOsteiien am 
BaueLementkGrper verstanden, an oenen AnschhiBdrahtchen 
angebrachr werden konnen, die zur cl&kniscbeii Verbindung 
des Kalbleiteibauelements (Chips) mit andeien elektrisch 
Idtend&D Bcreidien dex I Jmgebung dienen. 

Um die AnschluBdrahtchen auf den Pads befestigeD zu 
konnen, ist es erforderlich, die MetallisimiDg der Pads auf 
die enisprechende Montagetechnik abzustinimen. Bei der 
sogenannif-n Wirebond-Monlsge, bei welcher die Verbin- 
dung miuels Ultraschall und gegebenenfalls zusaizlicber 
Tcinpcrauir gcschaffcn wird, wird ublichcrwcisc als Mctal- 
lisicrung fur die Pads eine Aluminiumlegierung in der Form 
AlSi ) . AlCuO^, AlSiCu verwendeL Diese Meiallisierungen 20 
bcfindcn sich direki auf Silicium, Siliciumdiojud, Titan oder 
andcren Diffusionsbanieren, die als Sperrschichi dienen, 
Oder konnen sich audi direki auf aktiv geschalieien Struktu- 
rcn bc-finden. Als wdiere Monlageiechnik isl die LoOfichnik 
bcksinnu die insbes-ondere bd der Flip-Chip-MonUige, bei- 25 
spiclsweise auf Leadframe, Ball-Grid- Array-Substral oder 
cincni PC-Board verwendet. wird. Da Kupfer jedocb eine 
hohc Diffusions- und Migrationsneigung bal, erfordert der 
Einsaiz von Kupferpads die Notwendigkeit einer Diffusi- 
onssperre, um das Eindringen des Kupfers in 6en Chipauf- 30 
bau zu verhindem. ffierzu wird ublicberweise eine TiUn-, 
Tiian-Wolfran> oderTiian-Nitril-Basis verwendeu 

Nachieilig isl bei diesen bekannten Pad-Metaliisierungen, 
duB sic nur fur je-weils eine Montagetechnik geeignei sind, 
so daB bei vcrschiedenen Bausieinanen enrweder zwei vex- 35 
schicdene Moni^cehnien oder koslspidige Umriiscungen 
der besiehenden Moniagelinie erforderlich sind. 

Der Brfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein 
Tlalblciierbauelcmeni gemaS dem Oberbegrifif des An- 
spruchs 1 2u schaften, welches sowohl IStfahig als auch wi- 40 
rcbondfaliig isL 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die Merk- 
niale des Anspruchs 1 gelosi. Voneilhafie Ausfuhrungsfor- 
incn der Erfindung sind in den wdieren Anspriichen be- 
schrieben. ^ 

Bcim erfindungsgcmaBcn Halbleiierbauelement weisen 
die Pads eine Nickclschicht auf. Eine deranige Nickel- 
schichi. isl sowohl IGifahig als auch v/irebondfShig, so daB 
die beiden cnisprcchcnden Ancn von Montageiechnikcn 
b/w. Fenigungslinien verwendei werden konnen. Dariiber 50 
hinaus isl Nickel ein MeJali, das unter Umslanden auch eine 
Bcfesiigung des Anschlusses miufils Leiikleber an den Pads 
emioglichL Von Voneil isL, daB Nickel eine geringe Diffusi- 
onsneigung hau so daB es selbsl als Diffusionssperre wirki 
und daher direki auf das Siliciuraoxid aufgebrachl werden 55 
kann. 

GemaB einer voncilhaftcn Ausfuhrungsfonn der Erfin- 
dung isl die Nickelschichi von einer oxidaiionsverhindem- 
den Deckschichi aus Iciisndem Melall bedeckx Besonders 
vprlfiilhafl isl es hierbei, wenn diese Deckschichi aus Palla- 60 
diuni mil einer Dickc von 0,05 bis 0.3 aus Gold mil ei- 
ner Dicke von 0,1 bis 0,4 \xm oder aus einer Kombination ei- 
ner Palladium- und GoldschichL mil einer Palladiumdicke 
von 0,05 bis 0,3 und einer Golddicke von 20 bis 1 00 nm 
bcslchL Mitic-ls cincr dcrariigcn Deckschichi kann die Kor- 65 
rosion des Nickels zuveriassig verhinden werden. Weiierhin 
kann auf einen UnderfUl bei der Flip-Chip-Monljage ver- 
zichtet werden, d. h. auf eine Ausfiillung von Spalien zwi- 
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schen dem Bauelementkorper und der darunicriiegenden 
Tragcrschichi, bcispielswcisc mitiels SiiikongeL 

Von Vorteil ist weiierhin, daB Nickel, Palladium und Gold 
Standard-Targete fur Sputter- Anlagen und damit koRifingiin- 
stiger als komplexe Mehrlegierungstargets sind. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnungen 
beispielhaft naher erlautert Diese zeigt in dear einrigen Figur 
in schemadscher Weise einen Vertikalscfaniti durch. ein 
Halbldterbauelement. im Bereicb eines Pads. 

Das dargestelltc- Halbldterbauelement besteht aus einer 
Basisschicbt 1 aus Silicium, die von einer dariiberliegenden 
Kiliciumoxidschicht 2 bedeckt isL Im Bereich" eines Pads 3 
ist die Siliciumoxidschicht 2 im Vergbich zu den Umge- 
bungsbereichen etwas erhofaL Auf dem erhohten Berdcb der 
Siiiriumoxidschicht 2 isl eine Nickelschichi 4 mit einer 
Dicke von 0^ bis 2 aufgebrachL Diese Kickelschicht 4 
ist wiedmim von einer Deckschichi 5, beispielsweise aus 
Palladium mit cincr Dickc von 0,05 bis 03 }im, bcdcckt 

In den SeiMbereicben neben dem Pad 3 isl die Silicum- 
oxidschicht 2 von einer weite-ren Siliciumoxidschicht 6 
iiberdeckt, welche mittels CVD-Verfahren (Cbemical Vapor 
Deposition) auf gebracht wird. 

Diese gesamte Anordnung wird ba der HersteUung des 
Bauelements mil einer weiteren Schutzschichi 7 iiberdeckt, 
die beispielsweise aus Siliciumniuid beslchen kann. Diese 
Schutzschichi 7 wird anschlieBend im Bereich des Pads 3 
wieder abgeatzt, so daB die Pad-Metllisierung fi^iliegL i 

Bczugszeichenlisie 

1 Basisschicbt aus Siliduro 

2 Siliciumoxid 

3 Pad 

4 Nickclschicht 

5 Deckschichi 

6 Siliciumoxidschicht 

7 Schuizschicht 

Paientanspruche 

1. HalbldtcrbauelemeDl mit einem aus mehreren 
Schichten aufgebauten Bauelementkorper, der tbenm- 
sches Siliciumoxid (2) aufweist, auf welcher Idt^ge 
Pads C3) zum AnschluB von Kontakten voigesehen 
sind, dadurch gekennzeichnet, daB die Pads (3) dne 
Nickelschichi (4) aufweisen. 

2. Halbleiterbaudement nach Anspruch 1, dadorcb ge- 
kennzeichnet, daB die Nickelschichi (4) von einer oxi- 
dationsveriiindemden Deckschichi (5) aus leitfahigcm 
Metall bedeckt. isL 

3. Halbldterbauelement nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnel, daB die Nickelschichi (4) 0^ bis 
2 |im dick isL 

4. Halbldterbauelement nach Anspruch 2 oder 3, da- 
durch gekennzeichnel, daB die Deckschichi (5) aus Pal- 
ladium besifiht und eine Dicke von 0,05 bis 0,3 pm haL 

5. Halbleiterbauelement nach Anspruch 2 oder 3, da- 
durch gekennzeichnel, daB die Deckschichi (5) aus 
Ciold bestebt und eine Dicke von 0,1 tfis 0,4 ^mi hat 

6. Halbleiierbauelemenl nach Anspruch 2 oder 3, da- 
durch gekennzeichnel, daB die Deckschichi (5) aus ei- 
ner Palladiumschichinui0,05 bis 0,3 iiml^icke und ei- 
ner dariiber angeordneicD Goldschicht mit" 20 bis 
100 nm Dicke bestehL 
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